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(57) Hauptanspruch: Waferbearbeitungsverfahren zum 
Teilen eines Wafers (W) in einzelne Bauelementchips ent-
lang einer Vielzahl von sich kreuzender Teilungslinien, 
wobei eine Vorderseite (20a) des Wafers durch die Tei-
lungslinien aufgeteilt ist, um eine Vielzahl von getrennten 
Bereichen zu definieren, an denen eine Vielzahl von Baue-
lementen (21) ausgebildet ist, die den Bauelementchips 
entsprechen, wobei das Waferbearbeitungsverfahren 
umfasst:
einen Trennfugenbildungsschritt zum Bilden einer Trenn-
fuge (22) entlang jeder der Teilungslinien, die an der Vor-
derseite des Wafers ausgebildet sind, wobei die Trennfu-
gen eine Tiefe aufweisen, die der Enddicke jedes 
Bauelementchips entspricht; anschließend
einen Teilungsschritt zum Bereitstellen eines Schutzele-
ments an der Vorderseite des Wafers, nach dem Durchfüh-
ren des Trennfugenbildungsschritts, und anschließendes 
Reduzieren der Dicke des Wafers, um die Trennfugen zu 
der Rückseite des Wafers freizulegen, wodurch der Wafer 
in die einzelnen Bauelementchips getrennt wird; 
anschließend
einen Diebonding-Harzfilmbildungsschritt zum Aufbringen 
eines flüssigen Harzes für das Diebonding an der Rück-
seite des Wafers, nach dem Durchführen des Teilungs-
schritts, und anschließendes Verfestigen des auf der Rück-
seite des Wafers aufgebrachten flüssigen Harzes, 
wodurch an der Rückseite jedes Bauelementchips ein Die-
bonding-Harzfilm (60) mit einer voreingestellten Dicke aus-
gebildet wird; anschließend
einen Vereinzelungsschritt zum Vereinzeln jedes Bauele-
mentchips von dem Wafer, nach dem Durchführen des 

Diebonding-Harzfilmbildungsschritts;
wobei der Diebonding-Harzfilmbildungsschritt umfasst
einen Dünnfilmschichtbildungsschritt, bei dem ein zer-
stäubtes flüssiges Harz auf die Rückseite des Wafers 
unter Verwendung von Hochdruckluft gesprüht wird, um 
dadurch eine Dünnfilmschicht auf der Rückseite des 
Wafers zu bilden, und
einen Äußeren-Impuls-Aufbringungsschritt zum Aufbrin-
gen eines äußeren Impuls auf die Dünnfilmschicht, um 
dadurch die Dünnfilmschicht zu verfestigen;
wobei der Dünnfilmschichtbildungsschritt und der Äuße-
ren-Impuls-Aufbringungsschritt abwechselnd zwei- oder ...



Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Wafer-
bearbeitungsverfahren zum Teilen eines Wafers, um 
eine Vielzahl von Bauelementchips zu erhalten, die 
jeweils einen Diebonding-Harzfilm auf der Rückseite 
aufweisen.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Bei einem Herstellungsverfahren für Halblei-
terbauelementchips, die für integrierte Schaltungen 
(ICs), Large-Scale-Integration (LSIs) usw. verwendet 
werden sollen, wird ein Wafer mit einer Vielzahl von 
Bauelementen in einzelne Bauelementchips aufge-
teilt, wobei die Vielzahl an Bauelementen an der Vor-
derseite des Wafers so ausgebildet wird, dass sie 
durch eine Vielzahl von Teilungslinien voneinander 
getrennt sind, wodurch die Halbleiterbauelement-
chips erhalten werden, die als nächstes verpackt 
werden, um in elektrischen Geräten wie Mobiltelefo-
nen und Personalcomputern verwendet zu werden.

[0003] Jeder Halbleiterbauelementchip ist mit einem 
Leiterrahmen (Metallsubstrat) oder dergleichen ver-
bunden. Ein Bindemittel zum Verbinden jedes Halb-
leiterbauelementchips mit dem Leiterrahmen ist auf 
der Rückseite jedes Halbleiterbauelementchips auf 
die folgende Weise vorgesehen. Ein Diebonding- 
Film (DAF als Film, der sowohl als ein Zerteilungs-
band als auch als Bindemittel dient) ist an der Rück-
seite eines Wafers angebracht, der in die einzelnen 
Bauelementchips geteilt werden soll, wobei der DAF 
im Wesentlichen die gleiche Größe aufweist wie der 
Wafer. Danach wird der Wafer durch Trennen von der 
Vorderseite des Wafers her in die einzelnen Bauele-
mentchips unterteilt und der DAF wird ebenfalls ent-
sprechend den einzelnen Bauelementchips 
geschnitten. Danach wird jeder Bauelementchip mit 
dem an der Rückseite angebrachten DAF von dem 
Wafer vereinzelt, wodurch alle Halbleiterbauele-
mentchips mit dem auf der Rückseite vorgesehenen 
Bindemittel versehen werden (siehe beispielsweise 
JP 2000- 182 995 A).

[0004] Das oben erwähnte Bindemittel-Bereitstel-
lungsverfahren wird unter der folgenden Vorausset-
zung durchgeführt. Das heißt, die Rückseite des 
Wafers wird geschliffen, um die Dicke des Wafers 
auf eine voreingestellte Dicke zu reduzieren. Danach 
wird der DAF an der Rückseite des Wafers ange-
bracht. Danach wird der Wafer durch Trennen der 
Vorderseite des Wafers in die einzelnen Bauelement-
chips aufgeteilt.

[0005] Jedoch wird im Falle des Durchführens eines 
sogenannten Zerteilen-vor-dem-Schleifen (dicing 
before grinding, DBG)-Verfahrens, indem zuerst ein 
Trennen durchgeführt wird, indem eine Schneid-
klinge verwendet wird, um die Vorderseite des 
Wafers zu schneiden und dadurch eine Trennfuge 
mit einer Tiefe, die der Enddicke jedes Bauelement-
chips entspricht, herzustellen und danach die Rück-
seite des Wafers geschliffen wird, bis die Trennfuge 
zu der Rückseite des Wafers freiliegt, wodurch der 
Wafer in die einzelnen Bauelementchips aufgeteilt 
wird, ist es schwierig, das oben erwähnte Bindemit-
tel-Bereitstellungsverfahren anzuwenden. Das heißt, 
wenn der Rückseitenschleifschritt bei dem Zerteilen- 
vor-dem-Schleifen-Verfahren abgeschlossen ist, 
wird der Wafer in die einzelnen Bauelementchips 
aufgeteilt. Um dieses Problem zu lösen, wurde ein 
weiteres Verfahren zur Bereitstellung eines Binde-
mittels, wie z.B. eines Diebonding-Harzes, an der 
Rückseite jedes Bauelementchips, im Falle der 
Durchführung des Zerteilen-vor-dem-Schleifen-Ver-
fahrens, vorgeschlagen. Bei diesem Bindemittel- 
Bereitstellungsverfahren wird ein Diebonding-Harz-
film an der gesamten Rückseite eines Wafers ange-
bracht, nachdem der Wafer in einzelne Bauelement-
chips aufgeteilt worden ist und vor dem Vereinzeln 
jedes Bauelementchips von dem Wafer. Danach 
wird ein Laserstrahl von der Vorderseite des Wafers 
durch jede Trennfuge auf den Diebonding-Harzfilm 
aufgebracht, wodurch der Diebonding-Harzfilm 
gemäß den Bauelementchips aufgeteilt wird (siehe 
beispielsweise die JP 2002- 118 081 A). Ferner 
kann als Verfahren zum Bilden der Trennfugen, die 
eine Tiefe aufweisen, die der Enddicke jedes Baue-
lementchips entspricht, entlang jeder Teilungslinie, 
Ätzen anstelle einer Schneidklinge genutzt werden 
(siehe beispielsweise JP 2006- 294 913 A).

[0006] Weitere verwandte Techniken sind in der 
US 2011 / 0 263 097 A1 die auf ein Verfahren zur 
Herstellung einer Halbleitervorrichtung gerichtet ist, 
in der US 2004 / 0 113 283 A1, die ein Verfahren 
zur Herstellung von Halbleiterkomponenten 
beschreibt, und in der US 2012 / 0 199 993 A1, die 
ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung einer Halblei-
tervorrichtung beschreibt, zu finden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0007] Bei dem obigen Verfahren zur Bereitstellung 
eines Diebonding-Harzes unter Verwendung des 
Zerteilen-vor-dem-Schleifen-Verfahrens, muss der 
an der Rückseite des Wafers angebrachte Diebon-
ding-Harzfilm separat von der Teilung des Wafers 
geschnitten werden, was zu relativ komplizierten 
Schritten führt. Weiterhin besteht nach dem Schlei-
fen der Rückseite des Wafers, um den Wafer in die 
einzelnen Bauelementchips aufzuteilen, die Möglich-
keit (Gefahr), dass jede Teilungslinie des Wafers in 
ihrer Breite oder Position durch eine Last, die von 
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einer Schleifmaschine bei der Durchführung des 
Rückseitenschleifschritts aufgebracht wird, verän-
dert wird, was einen Verlust der Linearität verursa-
chen kann. Dementsprechend kann es schwierig 
sein, jede Teilungslinie linear zu bearbeiten, indem 
irgendeine physikalische Verarbeitungseinrichtung 
wie eine Schneidklinge verwendet wird. Insbeson-
dere in dem Fall, dass alle Bauelement klein sind 
(z.B. 2 mm quadratisch oder weniger), die Anzahl 
der von dem Wafer zu trennenden Bauelemente 
groß ist, wodurch die physikalische Verarbeitung ent-
lang jeder Teilungslinie schwieriger wird, kann eine 
Verringerung der Produktivität verursacht werden.

[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, ein Waferbearbeitungsverfahren bereitzu-
stellen, das ein Diebonding-Harz an der Rückseite 
jedes Bauelementchips vorsehen kann, die von 
einem Wafer vereinzelt werden sollen, ohne eine 
Verringerung der Produktivität im Falle der Anwen-
dung des Zerteilen-vor-dem-Schleifen-Verfahrens 
zu verursachen.

[0009] Die vorstehend genannte Aufgabe wird durch 
ein Waferbearbeitungsverfahren wie durch den bei-
gefügten unabhängigen Anspruch 1 definiert gelöst. 
Die jeweiligen abhängigen Ansprüche beschreiben 
optionale Merkmale und bevorzugte Ausführungsfor-
men.

[0010] In Übereinstimmung mit einem Aspekt der 
vorliegenden Erfindung ist ein Waferbearbeitungs-
verfahren zum Teilen eines Wafers in einzelne Baue-
lementchips entlang einer Vielzahl von sich kreuzen-
den Teilungslinien bereitgestellt, wobei eine 
Vorderseite des Wafers durch die Teilungslinien auf-
geteilt ist, um eine Vielzahl von getrennten Bereichen 
zu definieren, in denen eine Vielzahl von Bauelemen-
ten ausgebildet ist, die den Bauelementchips ent-
sprechen, wobei das Waferbearbeitungsverfahren 
aufweist: einen Trennfugenbildungsschritt zum Bil-
den einer Trennfuge entlang jeder der Teilungslinien, 
die an der Vorderseite des Wafers ausgebildet sind, 
wobei die Trennfugen eine Tiefe aufweisen, die der 
Enddicke jedes Bauelementchips entspricht; einen 
Teilungsschritt zum Bereitstellen eines Schutzele-
ments an der Vorderseite des Wafers, nach dem 
Durchführen des Trennfugenbildungsschritts, und 
anschließendes Reduzieren der Dicke des Wafers, 
um die Trennfugen zu der Rückseite des Wafers frei-
zulegen, wodurch der Wafer in die einzelnen Bauele-
mentchips aufgeteilt wird; einen Diebonding-Harz-
filmbildungsschritt zum Aufbringen eines flüssigen 
Harzes für das Diebonding an der Rückseite des 
Wafers, nach dem Durchführen des Teilungsschritts, 
und anschließendes Verfestigen des an der Rück-
seite des Wafers aufgebrachten flüssigen Harzes, 
wodurch an der Rückseite jedes Bauelementchips 
ein Diebonding-Harzfilm mit einer voreingestellten 
Dicke ausgebildet wird; und einen Vereinzelungs-

schritt zum Vereinzeln jedes Bauelementchips von 
dem Wafer, nach dem Durchführen des Diebon-
ding-Harzfilmbildungsschritts; wobei der Diebon-
ding-Harzfilmbildungsschritt aufweist: einen Dünn-
filmschichtbildungsschritt, bei dem ein zerstäubtes 
flüssiges Harz auf die Rückseite des Wafers unter 
Verwendung von Hochdruckluft gesprüht wird, um 
dadurch eine Dünnfilmschicht auf der Rückseite des 
Wafers zu bilden, und einen Äußeren-Impuls-Auf-
bringungsschritt zum Aufbringen eines äußeren 
Impuls auf die Dünnfilmschicht, um dadurch die 
Dünnfilmschicht zu verfestigen; wobei der Dünnfilm-
schichtbildungsschritt und der Äußeren-Impuls-Auf-
bringungsschritt abwechselnd zwei- oder mehrmals 
wiederholt werden, um dadurch den Diebonding- 
Harzfilm mit der voreingestellten Dicke zu bilden, 
wobei der Druck der Hochdruckluft und die pro Zeit-
einheit zu versprühende Menge an zerstäubtem flüs-
sigem Harz so eingestellt wird, dass das Eindringen 
des flüssigen Harzes in die Trennfugen unter Berück-
sichtigung der Breite jeder Trennfuge und der Visko-
sität des flüssigen Harzes verhindert wird.

[0011] Vorzugsweise wird der Trennfugenbildungs-
schritt unter Verwendung einer Schneidklinge durch-
geführt, um den Wafer entlang jeder Teilungslinie zu 
schneiden, wodurch entlang jeder der Teilungslinien 
eine Trennfuge gebildet wird. Als eine Modifikation 
kann der Trennfugenbildungsschritt durchgeführt 
wird, indem der Wafer einem Nassätzen oder Tro-
ckenätzen unterzogen wird, wodurch entlang jeder 
der Teilungslinien eine Trennfuge ausgebildet wird. 
Als weitere Modifikation kann der Trennfugenbil-
dungsschritt durch Aufbringen (Strahlen) eines 
Laserstrahls auf den Wafer entlang jeder der Tei-
lungslinie durchgeführt werden, wodurch entlang 
jeder der Teilungslinien eine Trennfuge ausgebildet 
wird. Durch die Anwendung eines dieser Verfahren 
kann die Trennfuge entlang jeder Teilungslinie aus-
gebildet werden. Vorzugsweise wird der Teilungs-
schritt durch Schleifen der Rückseite des Wafers 
durchgeführt, um dadurch die Dicke des Wafers 
soweit zu verringern, bis die Trennfuge zu der Rück-
seite des Wafers freigelegt ist.

[0012] Vorzugsweise weist der Vereinzelungsschritt 
auf: einen Übertragungsschritt zum Anbringen eines 
haftvermittelnden Bandes an der Rückseite des 
Wafers nach dem Durchführen des Diebonding- 
Harzfilmbildungsschritt, wobei der Wafer durch das 
haftvermittelnden Band auf einem ringförmigen Rah-
men getragen wird, der derart eine Innenöffnung auf-
weist, dass der Wafer in die Innenöffnung eingesetzt 
ist, die durch das haftvermittelnden Band verschlos-
sen ist und als nächstes das Schutzelement von der 
Vorderseite des Wafers entfernt wird; einen Bandauf-
weitungsschritt zum Aufweiten des haftvermittelnden 
Bandes nach Durchführung des Übertragungs-
schritts, und einen Aufnahmeschritt zum Aufnehmen 
jedes Bauelementchips von dem haftvermittelnden 
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Band nach dem Durchführen des Bandaufweitungs-
schritts.

[0013] Vorzugsweise weist der Dünnfilmschichtbil-
dungsschritt auf: einen Halteschritt zum Halten des 
Wafers auf einem drehbaren Tisch in dem Zustand, 
in dem die Rückseite des Wafers freiliegt, und einen 
Beschichtungsschritt in dem der drehbaren Tische, 
auf dem der Wafer gehalten ist, gedreht wird und 
als nächstes das flüssige Harz auf die Rückseite 
des Wafers gesprüht wird.

[0014] Vorzugsweise weist das in dem Dünnfilm-
schichtbildungsschritt zu sprühende flüssige Harz 
ein Ultraviolett-aushärtendes Harz auf und der 
äußere Impuls, der in dem Äußeren-Impuls-Aufbrin-
gungsschritt anzuwenden ist, weist ultraviolettes 
Licht auf. Als eine Modifikation weist das in dem 
Dünnfilmschichtbildungsschritt zu sprühende flüs-
sige Harz ein wärmeaushärtendes Harz auf und der 
äußere Impuls, der in dem Äußeren-Impuls-Aufbrin-
gungsschritt anzuwenden ist, weist Wärme auf.

[0015] Vorzugsweise weist die Dünnfilmschicht, die 
einmal in dem Dünnfilmschichtbildungsschritt gebil-
det wird, eine Dicke von 3 bis 7 µm auf, und die vor-
eingestellte Dicke des Diebonding-Harzfilms ist 30 
bis 50 µm.

[0016] Gemäß dem Waferbearbeitungsverfahren 
der vorliegenden Erfindung kann das flüssige Harz 
für das Diebonding auf die Rückseite jedes Bauele-
mentchips, der von dem Wafer getrennt ist, aufge-
bracht werden, sodass der Diebonding-Harzfilm an 
der Rückseite jedes Bauelementchips ausgebildet 
werden kann. Dementsprechend ist es auch beim 
Herstellen der einzelnen Bauelementchips durch 
das Zerteilen-vor-dem-Schleifen-Verfahren unnötig, 
einen Schritt des Teilens eines DAF gemäß den 
Bauelementchips durch Aufbringen eines Laser-
strahls durchzuführen. Dementsprechend kann die 
Produktivität verbessert werden.

[0017] Das obige und andere Ziele, Merkmale und 
Vorteile der vorliegenden Erfindung und die Weise 
des Realisierens dieser wird klarer und die Erfindung 
selbst am besten durch ein Studieren der folgenden 
Beschreibung und beigefügten Ansprüche mit Bezug 
zu den angehängten Zeichnungen verstanden, die 
eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung zei-
gen.

KURZE BESCHREIBUNG DER FIGUREN

Fig. 1A ist eine perspektivische Ansicht, die 
einen wesentlichen Teil einer Schneidvorrich-
tung zum Durchführen eines Trennfugenbil-
dungsschritts zeigt;

Fig. 1B ist ein Querschnitt entlang der Linie A-A 
in Fig. 1A;

Fig. 2A und Fig. 2B sind perspektivische 
Ansichten, die einen Schritt des Anbringens 
eines Schutzelements an der Vorderseite eines 
Wafers zeigen;

Fig. 3A und Fig. 3B sind perspektivische 
Ansichten, die einen Teilungsschritt zeigen, bei 
dem die Rückseite des Wafers geschliffen wird, 
um dadurch den Wafer in Bauelementchips zu 
teilen;

Fig. 4A ist eine perspektivische Ansicht, die 
einen Schritt des Aufbringens eines flüssigen 
Harzes für das Diebonding an die Rückseite 
des Wafers zeigt;

Fig. 4B ist eine perspektivische Ansicht, die 
einen Schritt des Anwendens von ultraviolettem 
Licht auf das flüssige Harz, das an der Rück-
seite des Wafers aufgebracht ist, zeigt;

Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die einen 
Übertragungsschritt zeigt, um den Wafer durch 
ein haftvermittelndes Band auf einem ringförmi-
gen Rahmen zu tragen und dann das Schutzele-
ment abzuziehen; und

Fig. 6 ist eine Schnittansicht, die einen Verein-
zelungsschritt zeigt, bei dem jeder Bauelement-
chip von dem Wafer vereinzelt wird.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER 
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0018] Eine bevorzugte Ausführungsform des 
Waferbearbeitungsverfahrens gemäß der vorliegen-
den Erfindung wird nun im Detail unter Bezugnahme 
auf die beigefügten Figuren beschrieben. Fig. 1A 
zeigt einen Trennfugenbildungsschritt des Bildens 
einer Trennfuge entlang jeder an der Vorderseite 
eines Halbleiterwafers W als Werkstück gebildeten 
Teilungslinie, wobei die Trennfuge eine Tiefe auf-
weist, die der Enddicke jedes Bauelementchips ent-
spricht.

[0019] Wie in Fig. 1A gezeigt ist, wird der Trennfu-
genbildungsschritt unter Verwendung einer Schneid-
vorrichtung (von der ein Teil gezeigt ist) mit einer 
Spindeleinheit 10 durchgeführt. Die Spindeleinheit 
10 weist ein Spindelgehäuse 11 und eine Spindel 
12, die drehbar in dem Spindelgehäuse 11 montiert 
ist, auf, wobei ein vorderer Endabschnitt der Spindel 
12 aus dem Spindelgehäuse 11 herausragt und eine 
Schneidklinge 13 an dem vorderen Endabschnitt der 
Spindel 12 befestigt ist. Der Halbleiterwafer W weist 
in seinem Anfangszustand eine voreingestellte Dicke 
(z.B. 700 µm) auf. Der Halbleiterwafer W weist eine 
Vorderseite 20a und eine Rückseite 20b auf. Eine 
Vielzahl von kreuzenden Teilungslinien ist an der 
Vorderseite 20a des Halbleiterwafers W ausgebildet, 
um dadurch eine Vielzahl von getrennten Bereichen 
zu definieren, in denen eine Vielzahl von Bauelemen-
ten 21 ausgebildet ist. Beim Durchführen des Trenn-
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fugenbildungsschritts wird der Halbleiterwafer W 
durch Ansaugen auf einem in der Schneidvorrich-
tung enthaltenen Haltetisch (nicht gezeigt) in dem 
Zustand gehalten, in dem die Rückseite 20b des 
Halbleiterwafers W mit der Oberseite des Haltetischs 
in Kontakt ist. Danach wird die an der Spindel 12 
befestigte Schneidklinge 13 mit hoher Geschwindig-
keit gedreht und dann abgesenkt, um in den Halblei-
terwafer W zu schneiden. Danach werden der Halte-
tisch und die Schneidklinge 13 in einer 
Zuführrichtung relativ bewegt, um dadurch eine 
Trennfuge 22 entlang jeder Teilungslinie zu bilden, 
wie in Fig. 1B, die ein Querschnitt entlang der Linie 
A-A in Fig. 1A ist, gezeigt ist. Die Trennfuge 22 ent-
lang jeder Teilungslinie weist eine Tiefe auf, die der 
Enddicke (z.B. 50 µm) jedes Bauelementchips ent-
spricht. Ferner weist die Trennfuge 22 eine voreinge-
stellte Breite (z.B. 30 µm) auf. In Fig. 1B ist die Trenn-
fuge 22 so dargestellt, dass sie zur Vereinfachung 
der Darstellung verdeutlicht ist, und nicht in Überein-
stimmung mit einer tatsächlichen Größe.

[0020] In der Schneidvorrichtung ist die Schneid-
klinge 13 in einer Zuführrichtung als eine Richtung 
des Schneidens des Halbleiterwafers W bewegbar 
und ist ferner in einer Indexierrichtung senkrecht zu 
der Zuführrichtung in einer horizontalen Ebene 
bewegbar. Die Schneidklinge 13 ist ferner in Bezug 
auf den Halbleiterwafer W vertikal bewegbar. Die 
Bewegung der Schneidklinge 13 in allen Richtungen 
kann in Übereinstimmung mit einem zuvor gespei-
cherten Programm gesteuert werden. Auf diese 
Weise wird die Trennfuge 22 entlang jeder auf der 
Vorderseite 20a des Halbleiterwafers W gebildeten 
Teilungslinie unter Verwendung der Schneidklinge 
13 gebildet. Somit ist der Trennfugenbildungsschritt 
unter Verwendung der Schneidklinge 13 abgeschlos-
sen. Danach wird der Halbleiterwafer W von dem 
Haltetisch der Schneidvorrichtung entfernt. Auch 
wenn die Tiefe jeder Trennfuge 22 auf einen Wert 
eingestellt ist, der der Enddicke jedes Bauelement-
chips entspricht, ist es nicht notwendigerweise erfor-
derlich, die Tiefe jeder Trennfuge 22 auf einen Wert 
einzustellen, der genau mit der Enddicke jedes 
Bauelementchips übereinstimmt, jedoch kann die 
Tiefe jeder Trennfuge 22 auf einen Wert eingestellt 
werden, sodass, wenn die Rückseite 20b des Halb-
leiterwafers W in dem nachfolgenden Schritt 
geschliffen wird, um die Dicke des Wafers W auf die 
voreingestellte Enddicke zu reduzieren, der Halblei-
terwafer W in die einzelnen Bauelementchips ent-
lang jeder Teilungsnut 22 unterteilt wird. Zum Bei-
spiel kann die Tiefe jeder Trennfuge 22 auf einen 
Wert eingestellt werden, der etwas größer ist als die 
voreingestellte Enddicke.

[0021] Nach dem Durchführen des Trennfugenbil-
dungsschritts ist ein Schutzband 23 als Schutzele-
ment zum Schutz der Bauelemente 21 an der Vorder-
seite 20a des Halbleiterwafers W angebracht, wie in 

den Fig. 2A und Fig. 2B gezeigt ist (Schutzelement-
befestigungsschritt). Auf den Schutzelementbefesti-
gungsschritt folgt ein Teilungsschritt des Teilens des 
Halbleiterwafers W in die einzelnen Bauelement-
chips, wie nachstehend beschrieben.

[0022] Dieser Teilungsschritt wird nun unter Bezug-
nahme auf die Fig. 3A und Fig. 3B beschrieben. Wie 
in Fig. 3A gezeigt ist, wird der Teilungsschritt unter 
Verwendung einer Schleifvorrichtung (von der ein 
Teil dargestellt ist) mit einem Einspanntisch 30 durch-
geführt. Bei der Durchführung des Teilungsschritts 
wird der Halbleiterwafer W mit dem an der Vorder-
seite angebrachten Schutzband 23 an dem Ein-
spanntisch 30 in dem Zustand gehalten, in dem das 
Schutzband 23 mit der Oberseite des Einspannti-
sches 30 in Kontakt ist. Genauer gesagt ist der Ein-
spanntisch 30 durch einen Motor (nicht dargestellt) 
drehbar. Der Einspanntisch 30 hat eine Oberseite 
als eine Haltefläche, die aus poröser Keramik mit fei-
nen Poren, die den Durchtritt von Luft ermöglichen, 
ausgebildet ist. Die Oberseite des Einspanntisches 
30 steht mit einer nicht dargestellten Saugvorrich-
tung in Verbindung. Dementsprechend wird, wenn 
die Saugvorrichtung betrieben wird, der auf der 
Oberseite des Einspanntisches 30 angeordnete 
Halbleiterwafer W unter Ansaugen gehalten.

[0023] Die Schleifvorrichtung weist ferner eine Spin-
del 31 auf, die dazu eingerichtet ist, durch einen Ser-
vomotor (nicht gezeigt) gedreht zu werden. Die Spin-
del 31 ist so oberhalb des Einspanntisches 30 
vorgesehen, dass die Achse der Spindel 31 von der 
Mitte des Einspanntisches 30 verschoben ist. Am 
unteren Ende der Spindel 31 ist eine Montageeinrich-
tung 32 ausgebildet. Eine Schleifscheibe 33 ist mit-
tels Schrauben an der Montageeinrichtung 32 befes-
tigt. Die Schleifscheibe 33 weist eine Vielzahl von 
Schleifkörpern zum Schleifen des auf dem Einspann-
tisch 30 gehaltenen Halbleiterwafers W auf. Die 
Spindel 31, die Montageeinrichtung 32, die Schleif-
scheibe 33 und der Servomotor bilden eine Schleif-
einheit. Die Schleifvorrichtung umfasst ferner eine 
Zuführeinrichtung (nicht gezeigt) zum Bewegen der 
Schleifeinheit in einer vertikalen Richtung oder in 
einer Zuführrichtung.

[0024] Die Zuführeinrichtung wird betrieben, um die 
Schleifscheibe 33 zu senken, bis die Schleifelemente 
mit dem auf dem Einspanntisch 30 gehaltenen Halb-
leiterwafer W in Berührung kommen. Zu diesem Zeit-
punkt wird der Einspanntisch 30 zum Beispiel mit 300 
U/min gedreht, und die Schleifscheibe 33 wird bei-
spielsweise bei 6000 U/min gedreht. Danach wird 
die Schleifscheibe 33 mit einer Geschwindigkeit von 
1 µm/Sekunde nach unten geführt. Zu diesem Zeit-
punkt wird die Dicke des Halbleiterwafers W durch 
eine Dickenmesseinrichtung (nicht dargestellt) vom 
berührenden oder berührungslosen Typ gemessen. 
Wenn die Dicke des Halbleiterwafers W auf eine vor-
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eingestellte Enddicke (z.B. 50 µm) reduziert wird, 
werden die Trennfugen 22, die in dem Trennfugenbil-
dungsschritt ausgebildet wurden, zu der Rückseite 
20b des Halbleiterwafers W freigelegt, wie in 
Fig. 3B gezeigt ist, sodass der Halbleiterwafer W in 
die einzelnen Bauelementchips geteilt wird. In dem 
Zustand, in dem der Halbleiterwafer W in die einzel-
nen Bauelementchips geteilt ist, bleibt das Schutz-
band 23 als das Schutzelement an der Vorderseite 
jedes Bauelementchips befestigt. Somit ist der Tei-
lungsschritt unter Verwendung der Schleifvorrichtung 
abgeschlossen.

[0025] Nach Durchführung des Teilungsschrittes 
wird ein Diebonding-Harzfilmbildungsschritt unter 
Verwendung einer Diebonding-Harzfilmbildungsvor-
richtung, wie in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigt, 
durchgeführt, wobei ein Teil dieser Harzfilmbildungs-
vorrichtung gezeigt ist. Beim Durchführen des Die-
bonding-Harzfilmbildungsschrittes ist der Halbleiter-
wafer W, der in die einzelnen Bauelementchips 
unterteilt ist und an dem Schutzband 23 befestigt 
ist, in einem Zustand auf einem Haltetisch 40, der in 
der Harzfilmbildungsvorrichtung enthalten ist, gehal-
ten, in dem die Rückseite des Halbleiterwafers W 
nach oben gerichtet ist, d.h., das Schutzband 23 ist 
in Berührung mit der Oberseite des Haltetisches 40. 
Ähnlich wie der Einspanntisch 30 der in Fig. 3a 
gezeigten Schleifvorrichtung, ist der Haltetisch 40 
mit einer Saugvorrichtung (nicht gezeigt) verbunden, 
um ein Saughalten des Halbleiterwafers W auf der 
Oberseite des Haltetisches 40 zu bewirken. Weiter-
hin ist der Haltetisch 40 durch einen Servomotor 
(nicht dargestellt) drehbar.

[0026] Wie in Fig. 4A gezeigt ist, weist die Harzfilm-
bildungsvorrichtung eine Beschichtungseinheit 50, 
die in der Nähe des Haltetisches 40 vorgesehen ist, 
auf. Nach dem Halten des Halbleiterwafers W auf 
dem Haltetisch 40, wie oben erwähnt, wird ein Dünn-
filmschichtbildungsschritt durch die Beschichtungs-
einheit 50 durchgeführt. Die Beschichtungseinheit 
50 weist eine im Wesentlichen horizontal verlaufende 
Beschichtungsdüse 51, die ein vorderes Ende 51a 
aufweist, das so ausgelegt ist, dass es während des 
Betriebs oberhalb des auf dem Haltetisch 40 gehalt-
enen Halbleiterwafers W angeordnet ist, eine Misch-
einheit 52 zum Mischen eines flüssigen Harzes zum 
Diebonding und einer Hochdruckluft und dann Zufüh-
ren der resultierenden Mischung zu der Beschich-
tungsdüse 51, eine Schwenkeinheit 53 mit einem 
Luftmotor (nicht gezeigt) zum Schwenken der 
Beschichtungsdüse 51 in der durch einen Pfeil R in 
Fig. 4A angedeuteten Richtung in einer horizontalen 
Ebene parallel zur Oberseite des Halbleiterwafers W, 
einen Hochdruckluftbehälter 54 zum Zuführen einer 
Hochdruckluft zu der Mischeinheit 52 und einen Flüs-
sigharzbehälter 55 zum Zuführen eines flüssigen 
Harzes zum Diebonding zu der Mischeinheit 52, auf.

[0027] Der Hochdruckluftbehälter 54 ist mit einer 
Luftpumpe und einem Entlastungsventil (beide nicht 
dargestellt) versehen, sodass der Druck im Behälter 
54 während des Betriebs immer auf einen konstan-
ten Druck (z.B. 0,3 MPa) gesteuert wird und Hoch-
druckluft der Mischeinheit 52 nach Bedarf zugeführt 
werden kann. Ferner enthält der Flüssigharzbehälter 
55 ein flüssiges Harz zum Diebonding, das als Binde-
mittel fungiert. Dieses Harz befindet sich normaler-
weise in einem flüssigen Zustand und wird durch 
Anwenden eines äußeren Impulses verfestigt. Der 
Flüssigharzbehälter 55 weist eine eingebaute 
Pumpe zum Zuführen des flüssigen Harzes unter 
einem konstanten Druck zu der Mischeinheit 52 auf. 
In dieser bevorzugten Ausführungsform wird ein Ult-
raviolett-aushärtendes Harz, das durch Anwenden 
von ultraviolettem Licht als äußerer Impuls härtbar 
ist, als flüssiges Harz verwendet. Beispielsweise 
kann das Ultraviolett-aushärtende Harz durch 
„HP20VL“ oder „ST20VL“ bereitgestellt werden, die 
von Honghow Specialty Chemicals Inc. hergestellt 
werden. Als weiteres Beispiel für das flüssige Harz 
kann ein silbergefülltes Epoxidharz als ein wärme-
aushärtendes Harz, das durch Anwenden einer vor-
eingestellten Wärme als äußerer Impuls, (durch 
Erhitzen) verwendet werden. Beispielsweise kann 
das silbergefüllte Epoxidharz durch „Ablebond 
8200C“ bereitgestellt werden, das von Ablestik Labo-
ratories hergestellt wird.

[0028] Die Mischeinheit 52 weist einen begrenzten 
(eingeschnürten) Abschnitt (nicht dargestellt) auf, 
durch den die Hochdruckluft strömt. Dieser 
begrenzte Abschnitt ist mit einem dünnen Rohr zum 
Zuführen des flüssigen Harzes in einer Richtung 
senkrecht zu der axialen Richtung des begrenzten 
Abschnitts versehen. So ist in der Mischeinheit 52 
eine sogenannte Venturi-Struktur vorgesehen. Im 
Falle des Sprühens des flüssigen Harzes vom vorde-
ren Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 wird Hoch-
druckluft aus dem Hochdruckluftbehälter 54 zu der 
Mischeinheit 52 zugeführt, und das flüssige Harz 
wird von dem Flüssigharzbehälter 55 zu der Misch-
einheit 52 zugeführt. Wenn die Hochdruckluft durch 
den begrenzten Abschnitt der Mischeinheit 52 gelei-
tet wird, wird das flüssige Harz von dem dünnen Rohr 
in den begrenzten Abschnitt durch den Venturi-Effekt 
gesaugt. Zu diesem Zeitpunkt wird das flüssige Harz 
in dem begrenzten Abschnitt zerstäubt und dann von 
dem vorderen Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 
zu der Rückseite des Halbleiterwafers W gesprüht. 
Die Struktur der Mischeinheit 52 ist in der vorliegen-
den Erfindung nicht eingeschränkt. Beispielsweise 
kann die Ausbildung einer Luftbürste oder derglei-
chen, die allgemein als ein Beschichtungswerkzeug 
verwendet wird, angewendet werden.

[0029] Der Dünnfilmschichtbildungsschritt des 
Sprühens des flüssigen Harzes von der Beschich-
tungsdüse 51 auf die Rückseite des Halbleiterwafers 
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W wird nun detaillierter beschrieben. Wenn der Halb-
leiterwafer W auf dem Haltetisch 40 gehalten wird, 
wird die Beschichtungseinheit 50 in einen Bereit-
schaftszustand versetzt. Das heißt, das vordere 
Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 ist oberhalb 
der Außenseite des Halbleiterwafers W in der Nähe 
dessen angeordnet. Der Grund für diese Einstellung 
besteht darin, zu verhindern, dass ein Tropfen des 
flüssigen Harzes mit einem großen Durchmesser 
auf den Halbleiterwafer W beim Starten des 
Beschichtungsvorgangs aufgebracht werden könnte. 
Wenn das flüssige Harz aus der Beschichtungsdüse 
51 ausgesprüht wird, beginnt der Haltetisch 40 bei-
spielsweise mit 500 U/min zu drehen. Danach wird 
damit begonnen die Hochdruckluft aus dem Hoch-
druckluftbehälter 54 zuzuführen, womit dann das 
flüssige Harz beginnt, von dem Flüssigharzbehälter 
55 zugeführt zu werden. In dem Zustand, in dem das 
vordere Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 ober-
halb der Außenseite des Halbleiterwafers W ange-
ordnet ist, beginnt das flüssige Harz von dem vorde-
ren Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 
ausgesprüht zu werden, und die Schwenkeinheit 53 
beginnt als nächstes mit dem Betrieb. Das heißt, 
während der Drehung des Halbleiterwafers W bei 
obiger Geschwindigkeit wird die Beschichtungsdüse 
51 durch die Schwenkeinheit 53 angetrieben, sodass 
das vordere Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 
über dem Halbleiterwafer W mit einer voreingestell-
ten Vielzahl (z.B. fünfmal) hin- und herbewegt wird, 
wie durch den Pfeil R dargestellt ist. Danach wird das 
vordere Ende 51a der Beschichtungsdüse 51 in die 
Ausgangsposition (Bereitschaftszustand) über der 
Außenseite des Halbleiterwafers W zurückgeführt. 
Danach werden die Zufuhr des flüssigen Harzes 
und die Zufuhr der Hochdruckluft gestoppt. Ferner 
wird die Drehung des Haltetisches 40 gestoppt, um 
den Dünnfilmschichtbildungsschritt abzuschließen. 
Wie oben beschrieben, wird das vordere Ende 51a 
der Beschichtungsdüse 51 mehrmals, z.B. fünfmal, 
hin- und herbewegt, um eine kleine Menge an flüs-
sigem Harz in jedem Durchgang aufzubringen, 
anstatt eine große Menge an flüssigem Harz zu 
einem Zeitpunkt aufzubringen. Als Ergebnis kann 
eine Dünnfilmschicht mit einer Dicke von 3 bis 7 µm 
aus dem flüssigen Harz auf der Rückseite des Halb-
leiterwafers W in dem obigen Dünnfilmschichtbil-
dungsschritt gebildet werden.

[0030] Nach Abschließen des Dünnfilmschichtbil-
dungsschritts wird ein Äußeren-Impuls-Anwen-
dungsschritt unter Verwendung einer Ultraviolettlicht-
anwendeeinrichtung 100 durchgeführt, wie in Fig. 1 
4B gezeigt ist. Das heißt, die Ultraviolettlichtanwen-
deeinrichtung 100 fungiert als Mittel zum Anwenden 
eines äußeren Impulses auf die Dünnfilmschicht. 
Wie in Fig. 4B gezeigt ist, wird ultraviolettes Licht 
von der Ultraviolettlichtanwendeeinrichtung 100 auf 
die auf der Rückseite des Halbleiterwafers W gebil-
dete Dünnfilmschicht gestrahlt. Als Ergebnis wird die 

Dünnfilmschicht verfestigt, um einen Diebonding- 
Harzfilm 60 an der Rückseite des Halbleiterwafers 
W zu erhalten, der in die einzelnen Bauelementchips 
unterteilt ist, wie in Fig. 4B gezeigt ist.

[0031] In der vorliegenden Erfindung wird der Satz 
des Dünnfilmschichtbildungsschritts und des Äuße-
ren-Impuls-Anwendungsschritts, wie oben beschrie-
ben, zwei- oder mehrfach wiederholt. Genauer 
gesagt wird, wie oben beschrieben, das flüssige 
Harz für die Diebonding auf die Rückseite des Halb-
leiterwafers W gesprüht, um die Dünnfilmschicht mit 
einer Dicke von 3 bis 7 µm zu bilden. Danach wird 
ultraviolettes Licht auf die Dünnfilmschicht gestrahlt, 
wodurch die Dünnfilmschicht verfestigt wird. 
Anschließend werden der Dünnfilmschichtbildungs-
schritt und der Äußeren-Impuls-Anwendungsschritt 
erneut durchgeführt. Somit wird der Satz des Dünn-
filmschichtbildungsschritts und Äußeren-Impuls- 
Anwendungsschritts zwei oder mehrmals wiederholt, 
um einen Diebonding-Harzfilm mit einer voreinge-
stellten Dicke (z.B. 30 bis 50 µm) zu erhalten. Somit 
ist der Diebonding-Harzfilmbildungsschritt abge-
schlossen. Im Fall der Verwendung eines wärmeaus-
härtenden Harzes als flüssiges Harz für das Diebon-
ding in dem Dünnfilmschichtbildungsschritt wird 
Wärme von einer elektrischen Heizvorrichtung oder 
dergleichen auf die Dünnfilmschicht gestrahlt, 
anstelle des oben verwendeten Ultraviolettlichts, bei 
der Durchführung des Äußeren-Impuls-Anwen-
dungsschritts. Auch in diesem Fall wird die aus dem 
wärmeaushärtenden Harz gebildete Dünnfilmschicht 
durch Erwärmen verfestigt, um dadurch einen ähnli-
chen Diebonding-Harzfilm 60 auf der Rückseite des 
Halbleiterwafers W, der in die einzelnen Bauelement-
chips unterteilt ist, zu erhalten.

[0032] Wie oben beschrieben, wird das flüssige 
Harz für das Diebonding auf die Rückseite des Halb-
leiterwafers W gesprüht, der zuvor in die einzelnen 
Bauelementchips geteilt worden ist, und die Dünn-
filmschicht, die an der Rückseite des Halbleiterwa-
fers W gebildet wurde, wird als nächstes verfestigt. 
Dann wird eine solche Reihe von Schritten zwei 
oder mehrfach wiederholt, um den Diebonding-Harz-
film mit einer voreingestellten Dicke zu erhalten. Bei 
dieser Ausgestaltung wird verhindert, dass das flüs-
sige Harz in die Trennfugen 22 gelangt, die jeweils 
eine Breite von beispielsweise 30 µm aufweisen, 
die in dem Trennfugenbildungsschritt ausgebildet 
wurden, wobei jede Trennfuge 22 zwischen irgend-
welchen benachbarten Bauelementchips vorhanden 
ist. Das heißt, das flüssige Harz verbleibt nur auf der 
Rückseite jedes Bauelementchips. Mit anderen Wor-
ten, nach dem Teilen des Halbleiterwafers W in die 
einzelnen Bauelementchips durch ein Zerteilen-vor- 
dem-Schleifen-Verfahren ist es nicht notwendig, 
einen Schritt des Trennens des Diebonding-Harz-
films entlang der auf dem Halbleiterwafer W gebilde-
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ten Fugen durchzuführen, wenn der Diebonding- 
Harzfilmbildungsschritt durchgeführt wird.

[0033] Nach Abschließen des Diebonding-Harzfilm-
bildungsschritts wird ein Übertragungsschritt durch-
geführt, wie in Fig. 5 gezeigt ist. In dem Halbleiterwa-
fer W, der durch den Diebonding- 
Harzfilmbildungsschritt verarbeitet wurde, ist das 
flüssige Harz für das Diebonding nicht in jeder Trenn-
fuge 22 vorhanden, sodass die einzelnen Bauele-
mentchips nur durch das Schutzband 23 verbunden 
sind. Beim Durchführen des Übertragungsschritts 
wird der Halbleiterwafer W von dem Haltetisch 40 
der in den Fig. 4A und Fig. 4B gezeigten Harzfilmbil-
dungsvorrichtung entfernt. Danach wird, wie in Fig. 5 
gezeigt ist, die Rückseite des Halbleiterwafers W, auf 
dem der Diebonding-Harzfilm 60 ausgebildet worden 
ist, an einem ausdehnbaren haftvermittelnden Band 
T befestigt, das an seinem Umfangsabschnitt an 
einem ringförmigen Rahmen F gehalten ist, dessen 
Innenöffnung derart ausgebildet ist, dass der Halblei-
terwafer W in der Innenöffnung eingesetzt ist, die 
durch das haftvermittelnden Band T verschlossen 
ist. Danach wird das Schutzband 23 von der Vorder-
seite des Halbleiterwafers W abgezogen. Somit wird 
der Übertragungsschritt des Übertragens des Halb-
leiterwafers W von dem Schutzband 23 auf das haft-
vermittelnden Band T abgeschlossen, sodass der 
Halbleiterwafer W mit dem auf der Rückseite ausge-
bildeten Diebonding-Harzfilm 60 durch das haftver-
mittelnde Band T an dem Ringrahmen F gehalten 
wird.

[0034] Nach Beendigung des Übertragungsschritts 
wird ein Vereinzelungsschritt in einer solchen Weise 
durchgeführt, dass jeder Bauelementchip mit dem 
Chip-Bindeharzfilm 60 auf der Rückseite von dem 
Halbleiterwafer W vereinzelt wird. Dieser Vereinze-
lungsschritt wird unter Verwendung einer Trennvor-
richtung 70, wie in Fig. 6 gezeigt, durchgeführt, 
wobei ein Teil der Trennvorrichtung 70 gezeigt ist. 
Die Trennvorrichtung 70 weist ein Rahmenhalteele-
ment 71 mit einer Oberseite zum Montieren des ring-
förmigen Rahmens F, eine Vielzahl von Klemmen 72 
zum Festklemmen des ringförmigen Rahmens F, der 
an der Oberseite des Rahmenhalteelements 71 
angebracht ist, und eine zylindrische Aufweitungs-
trommel 73, die innerhalb des Rahmenhalteelements 
71 vorgesehen ist, um das haftvermittelnden Band T, 
das auf dem ringförmigen Rahmen F gehalten ist, 
aufzuweiten, auf. Die Aufweitungstrommel 73 weist 
eine obere Öffnung auf. Das Rahmenhalteelement 
71 ist durch eine Stützeinrichtung 723 vertikal 
beweglich aufgenommen. Die Stützeinrichtung 723 
besteht aus einer Vielzahl von Luftzylindern 723a, 
die um die Aufweitungstrommel 73 herum angeord-
net sind, und eine Vielzahl von Kolbenstangen 723b, 
die sich von den Luftzylindern 723a erstrecken. Jede 
Kolbenstange 723b ist mit dem Rahmenhalteele-
ment 71 verbunden.

[0035] Die Aufweitungstrommel 73 weist einen 
Durchmesser auf, der kleiner ist als der Innendurch-
messer des ringförmigen Rahmens F und größer ist 
als der Durchmesser des Halbleiterwafers W, der 
durch das haftvermittelnden Band T an dem ringför-
migen Rahmen F gehalten wird. Das Rahmenhalte-
element 71 ist dazu eingerichtet, dass es durch die 
Stützeinrichtung 723 zwischen einer Referenzposi-
tion (durch eine gestrichelte Linie in Fig. 6 darge-
stellt), in der die obere Fläche des Rahmenhalteele-
ments 71 im Wesentlichen auf dem gleichen Niveau 
wie das obere Ende der Aufweitungstrommel 73 ist, 
und einer Aufweiteposition (durch eine durchgezo-
gene Linie in Fig. 6 dargestellt), in der die obere Flä-
che des Rahmenhalteelements 71 niedriger als das 
obere Ende der Aufweitungstrommel 73 ist, vertikal 
bewegt werden kann. Das heißt, in der Aufweiteposi-
tion ist das obere Ende der Aufweitungstrommel 73 
höher als die obere Fläche des Rahmenhalteele-
ments 71.

[0036] Wenn das Rahmenhalteelement 71 von der 
Referenzposition in die Aufweiteposition abgesenkt 
wird, wird das obere Ende der Aufweitungstrommel 
73 relativ im Niveau von der unteren Position (Refe-
renzposition), die durch die gestrichelte Linie darge-
stellt ist, in die höhere Position (Aufweiteposition), die 
durch die durchgezogene Linie dargestellt ist, verän-
dert. Dementsprechend kommt das haftvermitteln-
den Band T, das an dem ringförmigen Rahmen F 
gehalten ist, an dem oberen Ende der Aufweitungs-
trommel 73 in Anlage und wird aufgeweitet (ausge-
dehnt). Infolgedessen wirkt eine Zugkraft radial auf 
den Halbleiterwafer W, der an dem haftvermittelnden 
Band T befestigt ist, wodurch der Abstand zwischen 
den einzelnen Bauelementchips, die bereits entlang 
der Trennfuge 22 (Bandaufweitungsschritt) vonei-
nander getrennt sind, erhöht wird. Nach dem Durch-
führen des Bandaufweitungsschritts wird ein Aufnah-
meschritt unter Verwendung einer Aufnahmezange 
74, wie in Fig. 6 gezeigt ist, in einer solchen Weise 
durchgeführt, dass jeder Bauelementchip unter 
Ansaugen durch die Aufnahmezange 74 gehalten 
und dann von dem haftvermittelnden Band T abge-
zogen wird. Jeder Bauelementchip wird als nächstes 
zu einer Schale (nicht dargestellt) oder irgendeiner 
Einrichtung zum Durchführen eines Diebonding- 
Schritts zum Verbinden jedes Bauelementchips mit 
einem Leiterrahmen übertragen (transportiert). 
Somit ist der Vereinzelungsschritt abgeschlossen 
und das Waferbearbeitungsverfahren der vorliegen-
den Erfindung ist dann abgeschlossen. Es gibt einen 
Fall, in dem das flüssige Harz, das in dem Dünnfilm-
schichtbildungsschritt auf die Rückseite des Halblei-
terwafers W gesprüht wird, leicht in die zuvor auf dem 
Halbleiterwafer W gebildeten Trennfugen 22 gelan-
gen kann. Jedoch kann durch Aufweiten des haftver-
mittelnden Bandes T in dem Vereinzelungsschritt der 
Halbleiterwafer W mit dem Diebonding-Harzfilm voll-
ständig in die einzelnen Bauelementchips geteilt 
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werden. Dementsprechend besteht keine Notwen-
digkeit für irgendeine spezielle Schneideinrichtung 
oder dergleichen zum Teilen des Halbleiterwafers W 
mit dem Diebonding-Harzfilm.

[0037] In dem oben erwähnten Trennfugenbildungs-
schritt wird die Schneidklinge 13, das an dem vorde-
ren Ende der Spindel 12 befestigt ist, gedreht, um die 
Vorderseite 20a des Halbleiterwafers W zu schnei-
den, wodurch die Trennfuge 22 entlang jeder Tei-
lungslinie gebildet wird. Jedoch ist das Verfahren 
zum Bilden der Trennfuge 22 nicht auf das obige Ver-
fahren in der vorliegenden Erfindung beschränkt, 
sondern es können auch verschiedene andere Ver-
fahren angewendet werden. Beispielsweise kann, 
wie in der JP 2006- 294 913 A beschrieben ist, ein 
Trockenätzen, wie ein reaktives lonenätzen unter 
Verwendung eines zu Ionen und Radikalen gebilde-
ten Gases durch ein Plasma angewandt werden, 
oder Nassätzen unter Verwendung verschiedener 
Flüssigkeiten, die gemäß dem Material eines Wafers 
ausgewählt werden, angewandt werden. Als ein 
anderes Verfahren kann auch eine Laserverarbei-
tung unter Verwendung eines Laserstrahls mit einer 
Absorptionswellenlänge, die an den Wafer ange-
passt ist, verwendet werden.

[0038] In dem oben erwähnten Diebonding-Harz-
filmbildungsschritt wird das flüssige Harz für das Die-
bonding auf die Rückseite des Halbleiterwafers W 
gesprüht. Zu diesem Zeitpunkt wird der Druck der 
Hochdruckluft, die von dem Hochdruckluftbehälter 
54 zugeführt werden soll, die Menge des flüssigen 
Harzes, das von dem Flüssigharzbehälter 55 zuge-
führt werden soll, oder das Mischungsverhältnis zwi-
schen der Hochdruckluft und dem flüssigen Harz in 
der Mischeinheit 52 vorzugsweise so eingestellt, 
dass die Teilchengröße des zerstäubten flüssigen 
Harzes klein und die Menge des zerstäubten flüssi-
gen Harzes, das pro Zeiteinheit gesprüht werden 
soll, klein werden. Wenn die Teilchengröße des zer-
stäubten flüssigen Harzes groß ist oder die Menge 
des zerstäubten flüssigen Harzes, das pro Zeitein-
heit gesprüht werden soll, groß ist, besteht die Mög-
lichkeit (Gefahr), dass das gesprühte flüssige Harz in 
die Trennfugen eindringen kann, die zu der Rück-
seite des Halbleiterwafers W freigelegt sind, sodass 
ein zusätzlicher Schritt des Aufteilens des Harzfilms 
wie im Stand der Technik erforderlich werden kann.

[0039] Dementsprechend wird der Druck der Hoch-
druckluft, der eine Auswirkung auf die Teilchengröße 
des zerstäubten flüssigen Harzes hat, oder die 
Menge des zerstäubten flüssigen Harzes, die pro 
Zeiteinheit gesprüht werden soll, vorzugsweise so 
eingestellt, dass die Möglichkeit des Eindringens 
des flüssigen Harzes in die Trennfugen beseitigt 
wird, unter Berücksichtigung der Breite jeder Trenn-
fuge und der Viskosität des flüssigen Harzes.

Patentansprüche

1. Waferbearbeitungsverfahren zum Teilen eines 
Wafers (W) in einzelne Bauelementchips entlang 
einer Vielzahl von sich kreuzender Teilungslinien, 
wobei eine Vorderseite (20a) des Wafers durch die 
Teilungslinien aufgeteilt ist, um eine Vielzahl von 
getrennten Bereichen zu definieren, an denen eine 
Vielzahl von Bauelementen (21) ausgebildet ist, die 
den Bauelementchips entsprechen, wobei das 
Waferbearbeitungsverfahren umfasst: 
einen Trennfugenbildungsschritt zum Bilden einer 
Trennfuge (22) entlang jeder der Teilungslinien, die 
an der Vorderseite des Wafers ausgebildet sind, 
wobei die Trennfugen eine Tiefe aufweisen, die der 
Enddicke jedes Bauelementchips entspricht; 
anschließend 
einen Teilungsschritt zum Bereitstellen eines 
Schutzelements an der Vorderseite des Wafers, 
nach dem Durchführen des Trennfugenbildungs-
schritts, und anschließendes Reduzieren der Dicke 
des Wafers, um die Trennfugen zu der Rückseite 
des Wafers freizulegen, wodurch der Wafer in die 
einzelnen Bauelementchips getrennt wird; 
anschließend 
einen Diebonding-Harzfilmbildungsschritt zum Auf-
bringen eines flüssigen Harzes für das Diebonding 
an der Rückseite des Wafers, nach dem Durchfüh-
ren des Teilungsschritts, und anschließendes Ver-
festigen des auf der Rückseite des Wafers aufgeb-
rachten flüssigen Harzes, wodurch an der Rückseite 
jedes Bauelementchips ein Diebonding-Harzfilm 
(60) mit einer voreingestellten Dicke ausgebildet 
wird; anschließend 
einen Vereinzelungsschritt zum Vereinzeln jedes 
Bauelementchips von dem Wafer, nach dem Durch-
führen des Diebonding-Harzfilmbildungsschritts; 
wobei der Diebonding-Harzfilmbildungsschritt 
umfasst 
einen Dünnfilmschichtbildungsschritt, bei dem ein 
zerstäubtes flüssiges Harz auf die Rückseite des 
Wafers unter Verwendung von Hochdruckluft 
gesprüht wird, um dadurch eine Dünnfilmschicht 
auf der Rückseite des Wafers zu bilden, und 
einen Äußeren-Impuls-Aufbringungsschritt zum Auf-
bringen eines äußeren Impuls auf die Dünnfilm-
schicht, um dadurch die Dünnfilmschicht zu verfes-
tigen; 
wobei der Dünnfilmschichtbildungsschritt und der 
Äußeren-Impuls-Aufbringungsschritt abwechselnd 
zwei- oder mehrmals wiederholt werden, um 
dadurch den Diebonding-Harzfilm mit der voreinge-
stellten Dicke zu bilden, 
wobei der Druck der Hochdruckluft und die pro Zeit-
einheit zu versprühende Menge an zerstäubtem 
flüssigem Harz so eingestellt wird, dass das Eindrin-
gen des flüssigen Harzes in die Trennfugen unter 
Berücksichtigung der Breite jeder Trennfuge und 
der Viskosität des flüssigen Harzes verhindert wird. 
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2. Waferbearbeitungsverfahren nach Anspruch 
1, wobei der Trennfugenbildungsschritt unter Ver-
wendung einer Schneidklinge (13) durchgeführt 
wird, um den Wafer entlang jeder Teilungslinie zu 
schneiden, wodurch entlang jeder der Teilungslinien 
eine Trennfuge gebildet wird.

3. Waferbearbeitungsverfahren nach Anspruch 
1, wobei der Trennfugenbildungsschritt durchgeführt 
wird, indem der Wafer einem Nassätzen oder Tro-
ckenätzen unterzogen wird, wodurch entlang jeder 
der Teilungslinien eine Trennfuge ausgebildet wird.

4. Waferbearbeitungsverfahren nach Anspruch 
1, wobei der Trennfugenbildungsschritt durch Auf-
bringen eines Laserstrahls auf den Wafer entlang 
jeder der Teilungslinie erfolgt, wodurch entlang 
jeder der Teilungslinien eine Trennfuge ausgebildet 
wird.

5. Waferbearbeitungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, wobei der Teilungsschritt durch 
Schleifen der Rückseite des Wafers durchgeführt 
wird, um dadurch die Dicke des Wafers soweit zu 
verringern, bis die Trennfuge zu der Rückseite des 
Wafers freigelegt ist.

6. Waferbearbeitungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 5, wobei der Vereinzelungsschritt 
umfasst: 
einen Übertragungsschritt zum Anbringen eines 
haftvermittelnden Bandes (T) an der Rückseite des 
Wafers nach dem Durchführen des Diebonding- 
Harzfilmbildungsschritt, wobei der Wafer durch das 
haftvermittelnde Band auf einem ringförmigen Rah-
men (F) gehalten wird, der derart eine Innenöffnung 
aufweist, dass der Wafer in die Innenöffnung einge-
setzt ist, die durch das haftvermittelnden Band ver-
schlossen ist und als nächstes das Schutzelement 
von der Vorderseite des Wafers entfernt wird; 
einen Bandaufweitungsschritt zum Aufweiten des 
haftvermittelnden Bandes nach Durchführung des 
Übertragungsschritts; und 
einen Aufnahmeschritt zum Aufnehmen jedes Baue-
lementchips von dem haftvermittelnden Band nach 
dem Durchführen des Bandaufweitungsschritts.

7. Waferbearbeitungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 6, wobei der Dünnfilmschichtbil-
dungsschritt umfasst: 
einen Halteschritt zum Halten des Wafers auf einem 
drehbaren Tisch in dem Zustand, in dem die Rück-
seite des Wafers freiliegt; und 
einen Beschichtungsschritt in dem der drehbaren 
Tische, auf dem der Wafer gehalten ist, gedreht 
wird und als nächstes das flüssige Harz auf die 
Rückseite des Wafers gesprüht wird.

8. Waferbearbeitungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 7, wobei das in dem Dünnfilm-

schichtbildungsschritt zu sprühende flüssige Harz 
ein Ultraviolett-aushärtendes Harz umfasst und der 
äußere Impuls, der in dem Äußeren-Impuls-Aufbrin-
gungsschritt anzuwenden ist, ultraviolettes Licht 
umfasst.

9. Waferbearbeitungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 8, wobei das in dem Dünnfilm-
schichtbildungsschritt zu sprühende flüssige Harz 
ein wärmeaushärtendes Harz umfasst und der 
äußere Impuls, der in dem Äußeren-Impuls-Aufbrin-
gungsschritt anzuwenden ist, Wärme umfasst.

10. Waferbearbeitungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 1 bis 9, wobei die Dünnfilmschicht, die 
einmal in dem Dünnfilmschichtbildungsschritt gebil-
det wird, eine Dicke von 3 bis 7 µm aufweist und die 
voreingestellte Dicke des Diebonding-Harzfilms 30 
bis 50 µm beträgt.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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